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Fototransistor = _
SP212 R

SP 212 ist ein Si-npo-Flanar-Fototransiator Die spektrale Empfindlichkeit des BF 212 ist
in Allplest-Linsen-Verkappung. dem Einsatz in Verbindung mit Gals-IRED an-
Durech seine ginstige HuBere Gestaltung lat gepabBt.

der Aufbau von Fototransistorszelilen mSgligh,

Eenngrofen bei & = 25 %
Eollektorstrom
bei E_ = O
Upg = 25 V
Eollektoratrom
bei E_ = 1000 1x" 0,4 1,0 -

UCE =57 Auf Wunsch wird mach
Vereinbar nit dem
Hersteller in Eollek-
torstromklassen ge-—
liefert.

Eollektor-Emitter-
Sittigungaspannung

bel ]Y = 1000 1x
I{'.'E = 0,25 md
Wellenlénge der max.
gpektralan Empfind-
lichkelt 850

Spektraler Empfind-
lichkeltsbereich von 450 bis 1050

Schaltzeliten
bedi IC = 800 paA 10
UB 5V
HL 1 k2 10

Egpazitit Eollektor-
Emitter
beli £ = 1 MHz




Grenswerte bdei 4, = 25 °¢

Eollektor-Emitter-
Spannung Vemo - T = ¥
Eollektor-Emitter-
Spitsenspannung Uceu - - 0 ¥
Emitter-Eollektor-
Spannung Ugc = N ‘ ’
Emitter-Kollektor-
Spitzenspannung Usou T = ¢ i
Gesamtverlustleistung Pt - = 100 e
Wirnewlderstand?) Rep 0,65 = = /W
Betriebstemperatur-
Bt ah §,  vom -40 bis 85 °C
Lagerungstamparatur—
bereich %y4g vom =50 bis 100 %
Sperrschichttemperatur 8, 90 %
L5tbedingungen
Littemperatur 240 °¢ vie 260 °C

Schwall - und
Létzelt 2,58 <% =438 Tauchlétung
Létabstand 2 mm vom Gehiuse

1) Einstellwert E, = 1000 1x mit einer Wolframfadenlamps bei einer
Farbtemperatur von 2856 K (Normlichtart A) in Richtung der
geometriaschen Achse.

2) Wirmewlderstand: Sperrschicht-LitspieB

2t01

3, 7max.

Abmegsungen in mm
@ : 100°
Masge: 0,03 g

L F——— Katiektor Standard: TGL 42 048
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W, = 25°%
g = 5§V
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Relatlve spektrale Empfindlichkeit

8,1 = T (A)
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Uy = 25V E=0
tps| w =287 K1 =25
Iy = 800uA / 14
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LAV Eollektor-Emitter—Kapazitit
c
CE
T =T (Uy)
Anstiegazelt ¢, = f (Rp) CE (5V) -
Abfallseit ¢, = £ (R})
Speicherseit t_ = £ (R;)
Anderungen vorbehalten!
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